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Vynélez se t§kd zplsobu vyroby tenk{ch
vrstev nitridu kf¥emiku chemickou depozici
z plynné faze za sniZeného tlaku na povrchu
pevnych t&les. Nitrid kFemiku vzniké reakcf
plynného trichlorsilanu SiHCl3 s plynnym
amoniakem NHs pFi teplotdch pevnych téles
20 a 900°C, objemovém pom&ru NHs3/
/SiHCl3 > 1 a celkovém tlaku 1 aZ 200 Pa.

Vyndlez lze vyuZit pf¥i vyrob& integrova-
nych obvodd v pevné fazi.
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Vynélez se tykd zplUsobu vyroby tenkych
vrstev nitridu k¥emiku na pevrchu pevnych
téles. .

Pro vyrobu tenkych vistev nitridu k¥emi-
ku chemickou depozici z plynné fdze na po-
vrchu pevnych t&les, naptiklad na k¥emi-
ku, existuje Ffada metod. Vybér metody de-
pozice pro danou aplikaci je dan pfedev3im
poZadavkem kvality tenké vrstvy a teploty
jejtho vzniku. Jednou z pouZivanych metod
vyroby tenkych vrstev nitridu k¥emiku che-
mickou depozici z plynné faze za sniZeného
tlaku je reakce dichlorsilanu SiH2Clz s amo-
niakem NH3, kterd probihd p¥i tlaku 20 aZ
100 Pa a teploté 700 — 900 °C.

Tato metoda md zna&nou nevyhodu v tom,
Ze vychozi materid] dichlorsilan SiHzClz je
drahy, obtiZn& dostupny a poZarn& znatng
nebezpetny. Bod :vzniceni dichlorsilanu
SiHzCl2 je 100 °C.

‘Uvedené nevyhody odstratiuje zplisob vy-

roby tenkych vrstev nitridu k¥emiku che-
mickou depozicl. z plynné fdze za sniZeného
tlaku na povrchu pevnych té&les, jehoZ pod-
stata spoCiva v tom, Ze nitrid kfemiku vzni-
ké reakci plynného trichlorsilanu SiHCl3 s
plynnym amoniakem NH3 p¥i teplotdch pev-

nych téles 20 aZ 900°C, tlaku 1 aZ 200 Pa_

a objemovém poméru NHs/SiHCls > 1. Jest-
liZze je teplota povrchu pevného té&lesa niz-
81 neZ 700°C, musi byt reagujicimu . systé-
mu dodavéna jeSt& jind energie neZ tepeln4.

Zphsob vyroby tenkych vrstev nitridu kie-
miku podle vyndlezu odstraiiuje nevyhady

pouZiti dichlorsilanu SiH2Clz tim, Ze jako-

vychozi surovinu ‘pouZivd trichlorsilan
SiHCl3, ktery je podstatn& levn&js$i, dostup-
n&j31 a poZarnd mén& nebezpedny neZ di-
chlorsilan SiH2Clz. Bod vzniceni trichlorsi-
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lanu SiHCI3 je 230°C. DalSi vyhodou pouZiti
trichlorsilanu SiHCl3 je, Ze tato surovina,
b&Zn& pouZivanid pro vyrobu polykrystalic-

- 'kého kiemiku pro pclovodife, ma podstatné

niZsi obsah elektricky aktivnich nedistot ve
srovnéani s nejfist8im dostupnym dichlorsi-
lanem SiH2Cl2. Tato vyhoda se uplatni ze-
jména pfi depozici vrstev nitridu kfemiku
na polovoditové substraty, kde se vyZaduje
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co nejvy33i fistota tenkych vrstev.
Priklad

Priklad vyuZiti vynélezu lze uvést p¥i de-
pozici tenkych vrstev nitridu k¥emiku na
kFemikové desticky ve vyrobé integrovanych
obvodli v pevné fazi. Kfemikové desti6ky
jsou uloZeny kolmo ve vzdjemné vzdalenos-
ti 5 mm ve vodorovném ki¥emenném reakto-
ru odporové zevné vytap&ném, umoZiiujicim
pracovat za sniZeného tlaku. Reaktorem
proudi plynnd smés sloZenad z trichlorsila-
nu SiHCl3 a amoniaku NH3 o cbjemovém po-
méru NHs/SiHCl3=5 p¥i pritoku par trichlor-
silanu SiHCIl3 20 cm?/min. Tenze par trichlor-
silanu pFi pokojové teploté je dostateénd
pro méfeni a regulaci uvedeného priitoku
hmotovym reguldtorem priitoku plynd. Cel-
kovy tlak v reaktoru p#i depozici je 40 Pa,
teplota povrchu kfemikovych destitek je
800°C. Za t&chto podminek je rychlost de-
pozice vrstvy nitridu kFemiku 6,7 nm/min.
Typicky rozptyl tloudtky vrstvy nitridu kfe-
miku na kfemfkové desti¢ce o priméru 63,5
milimetru je + 1 % a mezi n&kolika desit-
kami kfemikovych destitek ve varce + 3
proc. Typicky index lomu vrstvy nitridu kie-
miku je 1,995 pro A = 632,8 nm.
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PREDMET VYNALEZU

1. Zptisob vyroby tenkych vrstev nitridu
kfemiku chemickou depozici z plynné faze
za sniZeného tlaku na povrchu pevnych té&-
les, vyznafeny tim, Ze nitrid kfemfku vzni-
ké reakci plynného trichlorsilanu SiHCl3 a
plynného amoniaku NH3 pfi teplotdch pev-
nych téles 20 aZ 900 °C, objemovém poméru

NH3/SiHCl3 > 1 a celkovém tlaku 1 aZ 200
Pa.

2. Zplsob podle bodu 1 vyznateny tim,
Ze pFi teplotdch pevnych téles ni#Sich neZ
700°C se reakénimu systému dodédva jeStd
jind energie neZ tepelna.
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